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カルコゲナイドガラス系材料である Ge2Sb2Te5は、レーザー光照射によって結晶相・アモルファ

ス相へと可逆の相変化を示し、またその書き込みの速さ（~10 ns/bit）および繰り返し耐久の高さ

（>106 cycle）から、CDから DVDなどの光記録デバイスに広く応用されている。近年、さらに高

速な光記録デバイス開発に向け、Ge2Sb2Te5にフェムト秒レーザーを照射することにより生じる非

熱的相転移現象の積極的な利用が注目されて

いる。 

我々は、フェムト秒の時間分解能を持つ時間

分解電子線回折法を用いて、Ge2Sb2Te5 多結晶

薄膜に近紫外フェムト秒レーザー光（波長 400 

nm）を照射した際に生じる非熱的アモルファ

ス化過程の観測を行った（ Hada et al., 

manuscript submitted.）。Ge2Sb2Te5に入射フルー

エンス閾値（8 mJ/cm2）以下の近紫外光を照射

すると、10～20 ps程度で(222)及び(420)回折線

の強度が特異的に減少するが、(220)及び(400)

回折線は変化しないことがわかった（右上図参

照）。これは、結晶構造の周期性を乱さずに一

部の原子が格子内で移動することを示してい

る。すなわち、Ge 原子の八配位から四配位へ

一時的に移動することに対応する。また、閾値

以上の光を照射すると、単位格子内の複数の

Ge 原子が同時に動くことにより、結晶の周期

構造が崩れパーマネントなアモルファス化が

生じることがわかった（右下図参照）。 
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Ge2Sb2Te5におけるそれぞれの強度での電子線

回折プロファイルの変化 

（上図：5 mJ/cm2、下図：10 mJ/cm2） 
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